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(54) 액정표시장치용 어레이기판과 제조방법

(57) 요 약

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로 특히, 액정표시장치용 어레이기판과 그 제조방법에 관한 것이다.

본 발명의 특징은 어레이기판에 첫 번째로 구성되는 층인 게이트 배선과 게이트 전극은 구리합금(Cu-alloy)층과

몰리브덴(Mo)층의 이중층으로 구성하고, 상기 게이트 배선 및 게이트 전극의 상부에 구성되는 데이터 배선과 소

스 및 드레인 전극은 몰리브덴 층과 구리합금층 순서로 적층한 이중층으로 구성하는 것이다.  

이와 같은 적층 구조는 200℃ 이상의 열을 가하게 되면, 상기 구리합금층으로부터 이것의 둘레로 상기 구리(Cu)

와 합금된 금속이 확산되는 현상이 발생하게 된다.

상기 구리합금층 주변으로 확산된 확산층은 절연막과의 접촉특성이 양호함으로 구리합금층의 밀착특성을 개선하

는 기능을 한다.

또한, 상기 구리 합금층과 적층된 몰리브덴층은 반도체층과 구리 합금층이 직접 접촉하는 것을 방지하여, 구리성

분과 실리콘 성분이 반응하는 것을 막는 기능을 한다.

따라서, 동작특성이 개선된 대면적 액정패널을 제작할 수 있는 장점이 있다.

대 표 도 - 도6f
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삭제

청구항 17 

삭제

청구항 18 

삭제

청구항 19 

삭제

청구항 20 

삭제

청구항 21 

기판 상에 구성되고, 몰리브덴층과 구리합금(Cu-alloy)층의 이중층으로 구성된 게이트 배선과 이에 연결된 게이

트 전극을 형성하는 단계와;

상기 게이트 전극과 게이트 배선이 형성된 기판을 열처리하여, 상기 구리합금(Cu-alloy)층의 표면으로 금속이

확산된 확산층을 형성하는 단계와;

상기 구리합금층 표면의 확산층을 포함하는 게이트 배선과 게이트 전극이 형성된 기판의 전면에 게이트 절연막

을 형성하는 단계와; 

상기 게이트 전극 상부의 게이트 절연막 상에 적층된 액티브층과 오믹 콘택층을 형성하는 단계와; 

상기 오믹 콘택층 상부에, 몰리브덴층과 구리합금층이 순차적으로 적층되어 형성된 소스 전극과 드레인 전극과,

소스 전극과 연결된 데이터 배선을 형성하는 단계와; 

상기 소스 및 드레인 전극과 데이터 배선이 형성된 기판을 열처리하여, 상기 구리합금층의 표면으로 상기 구리

합금층의 금속이 확산되어 상기 구리합금층을 둘러싸는 확산층을 형성하는 단계와;

상기 확산층을 포함하는 소스 및 드레인 전극과 데이터 배선이 형성된 기판의 전면에, 상기 드레인 전극을 노출

하는 보호막을 형성하는 단계와;

상기 노출된 드레인 전극과 접촉하는 투명한 화소전극을 형성하는 단계

를 포함하는 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 22 

제 21 항에 있어서,

구리합금층은 구리(Cu)와 탄탈륨(Ta), 티타늄(Ti), 크롬(Cr), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd), 인듐(In),

알루미늄(Al)의 금속그룹 중 선택된 하나 이상을 금속을 합금하여 형성된 액정표시장치용 어레이기판

제조방법.

청구항 23 

제 21 항 내지 제 22 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 확산층은 구리와 합금된 금속으로 형성된 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 24 

제 21 항에 있어서,

상기 액티브층은 순수 비정질 실리콘(a-Si:H)층이고, 상기 오믹 콘택층은 불순물이 포함된 비정질

실리콘(n+a-Si:H)층인 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.
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청구항 25 

제 21 항에 있어서,

상기 게이트 배선의 상부에 상기 소스 및 드레인 전극과 동일층 동일물질로 섬형상의 소스-드레인 금속층을 형

성하는 단계를 포함하는 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 26 

제 21 항에 있어서,

상기 소스-드레인 금속층은 상기 보호막을 식각하여 구성한 콘택홀을 통해 상기 화소전극과 접촉하도록 형성된

액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 27 

제 21 항에 있어서,

상기 게이트 배선과 게이트 전극은 기판 상에 구리합금층과 몰리브덴층이 순차 적층되고, 상기 구리합금층과 기

판 사이의 확산층으로 형성된 액정표시장치용 어레이기판 제조방법. 

청구항 28 

제 21 항에 있어서,

상기 게이트 배선과 게이트 전극은 기판 상에 몰리브덴층과 구리합금층이 순차 적층되고, 상기 구리합금층 표면

의 확산층으로 형성된 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 29 

제 21 항에 있어서,

상기 게이트 배선의 일 끝단에 이와 연결된 게이트 패드 전극과, 상기 데이터 배선의 일 끝단에 데이터 패드 전

극이 구성된 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 30 

제 21 항에 있어서,

상기 게이트 패드 전극과 접촉하는 투명한 게이트 패드 전극 단자와, 상기 데이터 패드 전극과 접촉하는 투명한

데이터 패드 전극 단자가 구성된 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치(liquid crystal display device)에 관한 것으로, 구리를 포함한 이중 금속층으로 형성[0015]

된 게이트 전극 및 게이트 배선과, 소스 및 드레인 전극과 데이터 배선을 포함하는 액정표시장치용 어레이기판

과 그 제조방법에 관한 것이다.

도 1은 액정표시장치용 어레이기판의 일부를 도시한 확대평면도이다.[0016]

기판(21)상에 스위칭 소자인 박막트랜지스터(T)가 매트릭스 형태(matrix type)로 위치하고, 이러한 다수의 박막[0017]

트랜지스터(T)를 교차하는 게이트배선(33)과 데이터배선(53)이 형성된다.

상기 게이트배선(33)의 일 끝단에는 게이트 패드 전극(35)이 형성되어 있고, 상기 게이트 패드 전극(35)은 게이[0018]

트 배선(33)에 비해 큰 폭을 가지도록 구성된다.

상기 데이터배선(53)의 일 끝단에는 데이터 패드 전극(55)이 형성되어 있고, 상기 데이터 패드 전극(55) 또한[0019]
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데이터배선(53)에 비해 큰 폭을 가지도록 형성된다.

상기 게이트 패드 전극(35)과 데이터 패드 전극(55)은 각각 외부의 신호를 직접 인가 받는 수단인 투명한 게이[0020]

트 패드 전극 단자(71)와 데이터 패드 전극 단자(73)와 접촉하여 구성된다.

이때, 상기 게이트배선(33)과 데이터배선(53)이 교차하여 정의되는 영역을 화소영역(P)이라 한다.[0021]

상기 게이트배선(33)의 일부 상부에 스토리지 캐패시터(CST)가 구성되고, 상기 화소 영역(P)에 구성된 투명한 화[0022]

소전극(69)과 회로적으로 병렬로 연결된다.

상기 박막트랜지스터(T)는 게이트 전극(31)과 소스 전극(49)과 드레인 전극(51)과, 상기 게이트전극(31) 상부에[0023]

구성된 액티브층(39)으로 이루어진다.

전술한 구성에서, 상기 스토리지 커패시터(CST)는 게이트 배선(33)의 일부를 제 1 캐패시터 전극으로 하고, 상기[0024]

게이트 배선(33)의 일부 상부에 위치하고 상기 소스 및 드레인 전극(49,51)과 동일층 동일물질로 형성되는 동시

에, 상기 화소 전극(69)과 콘택홀(63)을 통해 접촉된 소스-드레인 금속층(57)을 제 2 캐패시터 전극으로 한다.

전술한 구성 중, 상기 게이트 전극(31)과 게이트 배선(33)과 게이트 패드 전극(35)은 신호 지연을 방지하기 위[0025]

해 저 저항 금속인 알루미늄(Al)(또는 알루미늄합금)을 사용하며, 알루미늄(또는 알루미늄합금)의 공정상 단점

을 보완하기 위해 일반적으로는 알루미늄(또는 알루미늄합금)에 별도의 금속층을 적층하여 구성한다.

상기 드레인 전극(51)과 데이터 배선(53)과 데이터 패드 전극(55)또한, 저항을 낮추기 위해 알루미늄을 사용하[0026]

는 경우가 있으며, 이 때에는 알루미늄(또는 알루미늄합금)의 상부와 하부에 별도의 금속층을 더욱 구성하게 된

다.

이하, 도 2a 내지 2f와 도 3a 내지 도 3f와 도 4a 내지 도 4f를 참조하여, 종래에 따른 액정표시장치용 어레이[0027]

기판의 제조공정을 설명한다.

(도 2a 내지 2f는 박막트랜지스터 화소의 단면도이고, 3a 내지 도 3f는 게이트 패드부의 단면도이고, 도 4a 내[0028]

지 도 4f는 데이터 패드부의 단면도이다.)

먼저, 도 2a와 도 3a와 도 4a에 도시한 바와 같이, 기판(21) 상에 알루미늄(Al)또는 알루미늄합금을 증착하고[0029]

패턴하여, 기판(21)상에 일 방향으로 연장되고 일 끝단에 게이트 패드 전극을 포함하는 게이트 배선(33)과 이에

연결된 다수의 게이트 전극(31)을 형성한다.

상기 알루미늄 계열의 금속은 저항이 낮아 게이트 배선의 신호 지연(signal delay)을 낮출 수 있는 장점이 있는[0030]

반면, 화학적으로 내식성이 약하여 쉽게 단선되거나, 배선의 표면에 미세하게 힐락(hillock)과 같은 결함이 발

생하게 된다.

따라서, 이러한 문제를 해결하기 위해 상기 알루미늄 계열의 금속층과 이것의 상부에 이보다는 확학적 물리적으[0031]

로 강한 금속을 적층하여 형성하는 것이 일반적이다.

이와 같은 적층구조는, 상기 알루미늄의 상부에 적층된 금속에 따라, 상기 알루미늄과 일괄식각이 가능한 금속[0032]

(예를 들면 몰리브덴(Mo))이면 공정이 추가되지 않으나, 상기 알루미늄과 동시에 식각이 가능하지 않은 금속(예

를 들면 크롬(Cr))일 경우에는 별도의 식각공정을 진행해야 하므로 공정이 복잡해지는 문제가 있다. 

도 2b와 도 3b와 도 4b에 도시한 바와 같이, 상기 게이트 패드 및 게이트 배선(33)과 게이트 전극(31)이 형성된[0033]

기판(21)의 전면에 질화 실리콘(SiNx)과 산화 실리콘(SiO2)을 포함하는 무기절연물질 그룹 중 선택된 하나를 증

착하여, 제 1 절연막인 게이트 절연막(37)을 형성한다.

연속하여, 상기 게이트 전극(31)상부의 게이트 절연막(37)상에 비정질 실리콘(a-Si:H)과 불순물이 포함된 비정[0034]

질 실리콘(n+a-Si:H)을 적층하고 패턴하여, 액티브층(39)과 오믹 콘택층(41)을 형성한다.

다음으로, 도 2c와 도 3c와 도 4c에 도시한 바와 같이, 상기 오믹 콘택층(41)이 형성된 기판(21)의 전면에, 몰[0035]

리브덴(Mo)과 알루미늄(Al)과 몰리브덴(Mo)을 차례로 증착하여, 제 3,4,5 금속층(43,45,47)을 적층한다.

다음으로, 도 2d와 도 3d와 도 4d에 도시한 바와 같이, 상기 제 3,4,5금속층을 동시에 패턴하여, 몰리브덴/알루[0036]

미늄/몰리브덴(Mo/Al/Mo)의 3중 금속층으로 구성되고, 상기 오믹 콘택층(41)과 접촉하면서 서로 이격된 소스 전

극(49)과 드레인 전극(51)을 형성하고, 동시에 상기 소스 전극(49)과 연결된 데이터 배선(도 1의 53) 및 데이터

배선의 일 끝단에 데이터 패드 전극(55)을 형성한다.
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동시에, 상기 게이트 배선(33)의 일부 상부에 섬 형상의 소스-드레인 금속(57)층을 형성한다.[0037]

상기 소스 및 드레인 전극(49,51)과 데이터 배선(53)을 몰리브덴(Mo)이나 크롬(Cr)과 같이 저항이 큰 금속을 단[0038]

일층으로 하여 대면적 기판을 제작하게 되면, 신호 지연에 의해 액정패널의 전면에 대해 동일한 화질을 가지는

화상을 얻을 수 없게 된다.

반면, 상기 소스 및 드레인 전극(49,51)과 데이터 배선(도 1의 53)의 저항이 작을수록 신호의 흐름이 원활하기[0039]

때문에 대면적 어레이기판을 제작하는데 적합하다.

따라서, 이를 해결하기 위해 전술한 바와 같이, 상기 소스 및 드레인 전극(49,51)과 데이터 배선(도 1의 53)을[0040]

알루미늄과 같은 저저항 재료로 형성하는 것이 필요하다. 

그런데, 알루미늄의 특성으로 인해 전술한 바와 같이, 상기 알루미늄층의 상부와 하부에 각각 구성된 몰리브덴[0041]

층을 형성하게 된다.

좀더 상세히 설명하면, 상기 하부 몰리브덴 층은 상기 알루미늄층이 상기 액티브층(39) 또는 오믹 콘택층(41)으[0042]

로 파고 들어가는 스파이킹(spiking)현상을 방지하기 위해서 형성하는 것이고, 상기 상부 몰리브덴 층은 이후

공정에서 형성되는 투명전극과 상기 알루미늄층 사이의 콘택 저항을 줄이기 위한 목적으로 형성하는 것이다.

이와 같은 이유로, 상기 소스 및 드레인 전극(49,51)과 데이터 배선(53)을 삼층(Mo/Al/Mo)으로 구성하였다.[0043]

전술한 공정에 연속하여, 상기 소스 전극과 드레인 전극(49,51)사이로 노출된 오믹 콘택층(41)을 식각하여 하부[0044]

의 액티브층(39)을 노출한다.

도 2e와 도 3e와 도 4e에 도시한 바와 같이, 상기 소스 및 드레인 전극(49,51)이 형성된 기판(21)의 전면에 절[0045]

연물질을 증착하여, 제 2 절연막인 보호막(59)을 형성한다.

상기 보호막(59)을 식각하여 드레인 전극(51)의 일부를 노출하는 드레인 콘택홀(61)과, 소스-드레인 금속층(5[0046]

7)의 일부를 노출하는 스토리지 콘택홀(63)을 형성한다. 

도 2f와 도 3f와 도 4f에 도시한 바와 같이, 상기 보호막(59)이 형성된 기판(21)의 전면에 인듐-틴-옥사이드[0047]

(ITO)와 인듐-징크-옥사이드(IZO)를 포함한 투명 도전성 금속그룹 중 선택된 하나를 증착하고 패턴하여, 상기

드레인 전극(51)과 상기 소스-드레인 금속층(57)과 접촉하는 투명한 화소전극(69)을 형성한다.

전술한 바와 같은 공정으로 종래에 따른 어레이기판을 제작할 수 있다.[0048]

상기 공정은 소스 및 드레인 전극(49,51)과 데이터 배선(도 1의 53)과 데이터 패드 전극(55)은 삼층의 금속을[0049]

혼산용액으로 일괄 식각하여 형성하게 되는데, 식각시 식각용액에 의해 전지반응(갈바닉)이 발생하게 되며, 이

때 몰리브덴(Mo)의 두께가 두꺼울수록 전지반응에 의한 영향을 극복할 수 없다.

특히, 전지 반응에 의해 하부 몰리브덴 층이 과식각 되어 상기 보호층을 형성하는 공정 중 알루미늄 층이 주저[0050]

앉아 하부의 오믹 콘택층과 접촉하게 된다.

이하, 도 5를 참조하여 설명한다. 도 5는 도 2f의 D를 확대한 단면도이다.[0051]

도시한 바와 같이, 알루미늄층(45)을 사이에 두고 상부와 하부에 구성된 몰리브덴(Mo)이 과식각되는 현상이 발[0052]

생하게 된다.

 이와 같은 현상은, 상기 소스 및 드레인전극(49,도 2f의 51)과 데이터 배선(도 1의 53)과 데이터 패드 전극(도[0053]

2f의 55)이 형성된 기판의 전면에 보호층(59)을 형성하는 과정에서 상기 알루미늄층(45)의 역 테이퍼(E)에 의해

보호층(59)이 제대로 형성되지 않는 경우가 있다. 

또한, 앞서 언급한 바와 같이, 상기 알루미늄층(45) 상부에 형성된 보호층(59)에 눌려 하부의 액티브층(39)또는[0054]

오믹 콘택층(41)과 접촉하는 불량이 발생하게 된다.

이와 같은 경우에는, 상호 확산 작용에 의한 누설전류 상승으로 인해 소자(박막트랜지스터)의 동작이 저하되는[0055]

문제가 있다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제
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본 발명은 전술한 바와 같은 문제를 해결하기 위한 목적으로 안출된 것으로, 상기 게이트 전극과 게이트 배선을[0056]

구리합금(Cu-alloy)층과 몰리브덴(Mo)층의 이중 금속층으로 구성하고, 상기 소스 및 드레인 전극으로는 몰리브

덴층과 구리합금층을 순차로 적층한 이중 금속층으로 구성한다.

상기 이중 금속층은 별도의 열처리가 가해지면 이로 인해, 상기 구리 합금층으로 부터 상기 구리 합금층의 표면[0057]

으로 금속이 확산된 확산층이 형성된다.

상기 확산층은 상기 구리 합금층과 절연막의 밀착특성을 개선하는 기능을 하게 되며, 상기 몰리브덴층은 상기[0058]

구리 합금층과 반도체층이 반응하는 것을 방지하는 기능을 한다.

따라서, 이로 인해 상기 구리를 저저항 배선 재료로 사용하는 것을 가능하게 한다.[0059]

    발명의 구성 및 작용

전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 액정표시장치용 어레이기판은  기판 상에 구성되고, 몰리브덴(Mo)층과[0060]

구리합금(Cu-alloy)층과 구리합금층 표면으로 금속이 확산된 확산층으로 형성된 게이트 배선과 이에 연결된 게

이트 전극과; 상기 게이트 전극의 상부에 게이트 절연막을 사이에 두고 적층되어 형성된 액티브층과 오믹 콘택

층과; 상기 오믹 콘택층의 상부에 구성되고, 몰리브덴(Mo)층과 구리합금(Cu-alloy)층과 구리합금층 표면으로 금

속이  확산된  확산층이  순차  적층되어  형성된  소스  전극과  드레인  전극과,  소스  전극과  연결되는   데이터

배선과; 상기 소스 및 드레인 전극과 데이터 배선의 구성되고, 상기 드레인 전극의 일부를 노출하는 콘택홀을

포함하는 보호막과; 상기 노출된 드레인 전극과 접촉하는 투명한 화소전극을 포함한다.

상기 몰리 합금층은 구리(Cu)와, 탄탈륨(Ta), 티타늄(Ti), 크롬(Cr), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd), 인듐(In), 알루[0061]

미늄(Al)의 금속그룹 중 선택된 하나 이상을 금속을 합금하여 형성한 것이다.

상기 확산층은 구리와 합금된 금속으로 형성된 것을 특징으로 한다.[0062]

상기 게이트 배선과 게이트 전극은 기판 상에 구리합금층과 몰리브덴층이 순차 적층되고, 상기 구리합금층 표면[0063]

의 확산층으로 구성되거나, 몰리브덴층과 구리합금층이 순차 적층되고, 상기 구리합금층 표면의 확산층으로 구

성될 수 있다.

본 발명의 특징에 따른 액정표시장치용 어레이기판 제조방법은 기판 상에 구성되고, 몰리브덴층과 구리합금(Cu-[0064]

alloy)층의 이중층으로 구성된 게이트 배선과 이에 연결된 게이트 전극을 형성하는 단계와; 상기 게이트 전극과

게이트 배선이 형성된 기판을 열처리하여, 상기 구리합금(Cu-alloy)층의 표면으로 금속이 확산된 확산층을 형성

하는 단계와; 상기 구리합금층 표면의 확산층을 포함하는 게이트 배선과 게이트 전극이 형성된 기판의 전면에

게이트 절연막을 형성하는 단계와; 상기 게이트 전극 상부의 게이트 절연막 상에 적층된 액티브층과 오믹 콘택

층을 형성하는 단계와; 상기 오믹 콘택층 상부에, 몰리브덴층과 구리합금층이 순차적으로 적층되어 형성된 소스

전극과 드레인 전극과, 소스 전극과 연결된 데이터 배선을 형성하는 단계와; 상기 소스 및 드레인 전극과 데이

터 배선이 형성된 기판을 열처리하여, 상기 구리층의 표면으로 금속이 확산된 확산층을 형성하는 단계와; 상기

확산층을 포함하는 소스 및 드레인 전극과 데이터 배선이 형성된 기판의 전면에, 상기 드레인 전극의 일부를 노

출하는 보호막을 형성하는 단계와; 상기 노출된 드레인 전극과 접촉하는 투명한 화소전극을 형성하는 단계를 포

함한다.

본 발명의 특징에 따른 박막트랜지스터는 기판 상에 구성되고, 몰리브덴(Mo)층과 구리합금(Cu-alloy)층과 구리[0065]

합금층 표면으로 확산된 금속층으로 형성된 게이트 전극과; 상기 게이트 전극의 상부에 게이트 절연막을 사이에

두고 적층되어 형성된 액티브층과 오믹 콘택층과; 상기 오믹 콘택층의 상부에 구성되고, 몰리브덴(Mo)층과 구리

합금(Cu-alloy)층과 구리합금층 표면으로 확산된 금속층이 순차 형성된 소스 전극과 드레인 전극을 포함한다.

 이하, 첨부한 도면을 참조하여, 본 발명에 따른 바람직한 실시예들을 설명한다. [0066]

 -- 제 1 실시예 --[0067]

본 발명의 제 1 실시예는 게이트 배선 및 게이트 전극과 소스 및 드레인 전극과 데이터배선을 형성할 때, 몰리[0068]

브덴(Mo)층과 구리합금(Cu-alloy)층과 확산층으로 형성하는 것을 특징으로 한다.

이하, 도 6a 내지 도 6f와 도 7a 내지 도 7f와 도 8a 내지 도 8f를 참조하여, 본 발명에 따른 어레이기판의 제[0069]
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조공정을 설명한다.

도 6a 내지 도 6f와 도 7a 내지 도 7f와 도 8a 내지 도 8f는 본 발명의 공정순서에 따라 도시한 공정 단면도이[0070]

다.(도  6a  내지  도  6f는  박막트랜지스터와  화소의  단면도이고,  도  7a  내지  도  7f는  게이트  패드부의

단면도이고, 도 8a 내지 도 8f는 데이터 패드부의 단면도이다.)

도 6a 와 도 7a와 도 8a에 도시한 바와 같이 먼저, 기판(121)상에 몰리브덴층(M)과 구리합금(Cu-alloy)층(C)을[0071]

적층한 후 이를 패턴하여, 기판(121) 상에 일 방향으로 연장된 게이트 배선(133)과, 게이트 배선(133)의 일 끝

단에 게이트 패드 전극(135)과, 게이트 배선(133)에 연결된 게이트 전극(131)을 형성한다.

이때, 상기 구리합금층(130)은 구리와 탄탈륨(Ta), 티타늄(Ti), 크롬(Cr), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd), 인듐(In),[0072]

알루미늄(Al)의 금속그룹 중 선택된 하나 이상의 금속을 합금한 물질로 형성한 것이다.

다음으로, 상기 게이트 패드 전극(135)및 게이트 배선(133)과 게이트 전극(131)이 형성된 기판(121)을 200℃ 이[0073]

상의 온도로 열처리하는 공정을 진행한다.

이와 같이 하면, 상기 구리합금층(C)으로부터 구리합금층(C)의 표면으로 금속이 확산되어 구리합금층(C)의 표면[0074]

에 확산층(D1)이 형성된다.

이때, 상기 확산층은 1~100Å두께로 형성된다.[0075]

도 6b와 도 7b와 도 8b에 도시한 바와 같이, 상기 구리합금층(C)의 표면에 확산층(D1)을 포함하는 게이트 배선[0076]

(133) 및 게이트 패드 전극(135)과 게이트 전극(131)이 형성된 기판(100)의 전면에 질화 실리콘(SiNX)과 산화

실리콘(SiO2)을 포함하는 무기 절연물질 그룹 중 선택된 하나로 게이트 절연막(137)을 형성한다.

다음으로,  상기  게이트  전극(131)  상부의  게이트  절연막(137)상에  아일랜드  형태로  액티브층(139)(active[0077]

layer)과 오믹 콘택층(141)(ohmic contact layer)을 형성한다.

상기 액티브층(139)은 일반적으로 순수한 비정질 실리콘(a-Si:H)으로 형성하고, 상기 오믹 콘택층(141)은 불순[0078]

물이 포함된 비정질 실리콘(n+a-Si:H)으로 형성한다.

다음으로, 도 6c와 도 7c와 도 8c에 도시한 바와 같이, 상기 오믹 콘택층(141)이 형성된 기판(121)의 전면에 몰[0079]

리브덴층(143)과 구리합금층(145)을 적층하여 형성한다.

상기 몰리브덴층(143)은 상기 구리합금층(145)과 반도체층이 직접 접촉하여 상호 반응하는 것을 방지하는 역할[0080]

을 하게 된다. 

다음으로, 도 6d와 도 7d와 도 8d에 도시한 바와 같이, 상기 몰리브덴층(143)과 구리합금층(145)을 식각하여,[0081]

이중층으로 구성된 소스 전극(149)과 이와는 소정간격 이격된 드레인 전극(151)과, 상기 소스 전극(149)과 연결

된 데이터 배선(미도시)과, 데이터 배선(미도시)의 일 끝단에 데이터 패드 전극(155)을 형성한다.

동시에, 게이트 배선(133)의 일부 상부에 아일랜드 형상으로 소스-드레인 금속층(157)을 형성한다.[0082]

연속하여, 상기 소스전극(149)과 드레인 전극(151)사이의 이격된 영역에 사이로 노출된 오믹 콘택층(141)을 식[0083]

각하여 하부의 액티브층(139)을 노출한다.

다음으로, 상기 소스 및 드레인 전극(149,151)과 데이터 배선(미도시)과 데이터 패드 전극(155)등이 형성된 기[0084]

판(121)을 200℃의 온도로 열처리하는 공정을 진행한다.

이와 같이 하면, 상기 구리합금층(145)으로부터 금속이 확산되어 상기 구리합금층(145)의 표면으로 확산층(D2)[0085]

이 형성된다.

상기 확산층은 경우에 따라, 구리합금층의 일부 또는 전면에 형성된다.[0086]

상기 열처리 공정은 게이트 절연막형성시, 액티브층 형성시,데이터 배선 형성시 진행할 수 있다.[0087]

상기 확산층(D2)은 구리(Cu)와 금속 예를 들면 탄탈륨(Ta), 티타늄(Ti), 크롬(Cr), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd), 인[0088]

듐(In), 알루미늄(Al)의 금속군 중 선택된 하나 일 수 있다.

상기 확산층(D2)은 상기 구리합금층(145)과 이하, 형성되는 절연막의 사이에 존재하게되며 절연막의 밀착성을[0089]

개선하는 역할을 하게 된다.
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그리고, 상기 몰리브덴층(143)은 상기 구리합금층(145)이 하부의 오믹 콘택층(141)과 접촉하는 것을 방지하는[0090]

역할을 함으로써, 상기 구리층(145)은 하부 오믹 콘택층(141)과 반응하지 않게 된다.

도 6e와 도 7e와 도 8e에 도시한 바와 같이, 상기 확산층(D2)을 포함한 소스 전극(149)과 드레인 전극(151)과[0091]

데이터 배선(미도시)이 형성된 기판의 전면에 질화 실리콘(SiNX)과 산화 실리콘(SiO2)을 포함하는 무기절연물질

그룹 또는 벤조사이클로부텐(BCB)과 아크릴(Acryl)계 수지(resin)를 포함한 유기절연물질 그룹 중 선택하여 단

층 또는 이중층의 절연막을 패턴하여, 상기 드레인 전극(151)의 일부를 노출하는 드레인 콘택홀(161)과, 상기

소스-드레인 금속층(157)을 노출하는 스토리지 콘택홀(163)과 상기 게이트 패드 전극(135)을 노출하는 게이트

패드 콘택홀(165)과, 상기 데이터 패드 전극(155)을 노출하는 데이터 패드 콘택홀(167)이 형성된 보호막(159)을

형성한다.

다음으로, 도 6f와 도 7f와 도 8f에 도시한 바와 같이, 상기 보호막(159)이 형성된 기판(121)의 전면에 인듐-틴[0092]

-옥사이드(ITO)와 인듐-징크-옥사이드(IZO)를 포함하는 투명한 도전성 금속그룹 중 선택된 하나를 증착하고 패

턴하여, 상기 드레인 전극(151)과 상기 소스-드레인 금속층(157)과 접촉하는 화소전극(169)을 형성한다.

동시에, 상기 게이트 패드 전극(135)과 접촉하는 게이트 패드 전극 단자(171)와, 상기 데이터 패드 전극(155)과[0093]

접촉하는 데이터 패드 전극 단자(173)를 형성한다.

전술한 공정에서, 상기 게이트 패드 전극과 데이터 패드 전극은 몰리 합금층과 구리합금층 또는 구리층과 몰리[0094]

합금층의 순서로 구성될 수 있으며, 상기 소스 및 드레인 전극과 데이터 배선 또한 상기와 같은 구성으로 형성

될 수 있다.

전술한 바와 같은 공정을 통해, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이기판을 제작할 수 있다.[0095]

이하, 제 2 실시예를 통해 상기 제 1 실시예의 변형예를 설명한다.[0096]

-- 제 2 실시예--[0097]

본 발명의 제 2 실시예의 특징은 상기 제 1 실시예의 구성에서, 상기 게이트 전극과 게이트 배선을 구리합금[0098]

(Cu-alloy)층과 몰리브덴(Mo)층으로 적층하여 형성하는 것을 특징으로 한다. (주요구성과 제조방법은 제 1 실시

예와 동일하므로 단면구성을 참조하여 설명한다.)

도 9는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 구성을 개략적으로 도시한 단면도이다.[0099]

도시한 바와 같이, 기판(221)상에 박막트랜지스터 영역(T)과 화소 영역(P)과 게이트 패드영역(G)과 데이터 패드[0100]

영역(D)이 정의되고, 상기 박막트랜지스터 영역(T)에는 게이트 전극(131)과, 게이트 전극과 게이트 절연막(23

7)을 사이에 두고 위치한 반도체층(액티브층(239)과 오믹콘택층(242))과, 반도체층의 상부에서 이격된 소스 전

극(249)과 드레인 전극(251)을 포함하는 박막트랜지스터을 형성한다.

서로 수직하게 교차하는 게이트 배선(233)과 데이터 배선(미도시)이 상기 화소 영역(P)의 일측과 타측에 각각[0101]

구성되고, 상기 게이트 배선(233)의 일 끝단인 게이트 패드 영역(G)에는 게이트 패드(235)를 형성하고, 상기 데

이터 배선(미도시)의 일 끝단인 데이터 패드 영역(D)에는 데이터 패드 전극(255)이 구성된다.

상기 화소영역(P)에는 보호막(259)을 사이에 두고 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극(251)과 접촉하는 투명한[0102]

화소전극(269)을 형성한다.

전술한  구성에서,  특징적인  것은  상기  게이트  배선(233)과  게이트  전극(231)을  형성할  때,  구리합금(Cu-[0103]

alloy)층(C)과 몰리브덴층(M)을 순차 적층하여 형성하고 이를 열처리하여, 상기 하부 구리합금층(C)의 표면으로

금속이 확산되어 확산층(D1)을 형성하는 것이다.

상기 확산층(D1)은 상기 구리층과 기판(221)사이에 위치하여, 구리합금층(C)과 기판(221)의 밀착특성이 개선되[0104]

도록 도와주는 역할을 하게 된다.

상기 소스 및 드레인 전극(249)과 데이터 배선(252)은 앞서 설명한 제 1 실시예와 동일하게, 몰리브덴층(M)과[0105]

구리합금층(C)을 순차적으로 적층하고 이를 열처리하여 상기 구리합금층(C)의 표면으로 확산층(D2)이 형성된 구

조이다.
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전술한 바와 같이 본 발명의 제 2 실시예를 제작할 수 있다.[0106]

    발명의 효과

본 발명에 따라 액정표시장치용 어레이기판을 제작하게되면, [0107]

첫째, 몰리브덴층과 구리합금층을 적층함으로서 구리층이 하부의 반도체층과 직접 접촉하여 반응하는 것을 방지[0108]

하여, 박막트랜지스터의 동작 특성을 개선하는 효과가 있다.

둘째, 몰리브덴층과 구리합금층의 적층구조를 열처리하여, 상기 구리합금층의 표면으로 확산층을 형성함으로서,[0109]

상기 구리합금층과 기판 또는 구리합금층과 절연막과의 밀착특성을 개선하는 효과가 있다.

셋째, 구리합금층의 상부 또는 하부에 몰리브덴층과 확산층을 선택적으로 형성함으로서, 공정 중 구리의 반응특[0110]

성 및 밀착특성 등을 고려하지 않아도 되므로, 저 저항 구리를 배선재료로 사용 가능하여 대면적 액정패널을 제

작할 수 있는 효과가 있다.

넷째, 상기 게이트 전극 및 게이트 배선과, 상기 소스 전극 및 데이터 배선을 형성할 때, 일괄식각하기 때문에[0111]

공정을 단순화 할 수 있고, 상기 데이터 배선과 소스 전극 및 드레인 전극의 경우에는 종래와 비교하여 두층으

로 구성되므로 공정시간을 단축할 수 있어 공정수율을 개선하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 액정표시장치용 어레이기판의 일부를 도시한 평면도이고,[0001]

도 2a 내지 도 2f와 도 3a 내지 도 3f와 도 4a 내지 도 4f는 도 1의 Ⅱ-Ⅱ'와 Ⅲ-Ⅲ`,Ⅳ-Ⅳ`를 따라 절단하여,[0002]

종래 공정 순서에 따라 도시한 공정 단면도이고,

도 5는 2f의 D를 확대한 단면도이고,[0003]

도 6a 내지 도 6f와 도 7a 내지 도 7f와 도 8a 내지 도 8f는 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 제조[0004]

공정을 공정 순서에 따라 도시한 공정 단면도이다.

도 9는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 구성을 개략적으로 도시한 단면도이다.[0005]

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>[0006]

121 : 기판                  131 : 게이트  전극 [0007]

133 : 게이트 배선           135 : 게이트 패드 전극[0008]

137 : 게이트 절연막         139 : 액티브층[0009]

141 : 오믹 콘택층           149 : 소스 전극[0010]

151 : 드레인 전극           155 : 데이터 패드 전극[0011]

157 : 소스-드레인 금속층    159 : 보호막 [0012]

169 : 화소 전극             171 : 게이트 패드 전극 단자[0013]

173 : 데이터 패드 전극 단자 [0014]
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摘要(译)

液晶显示器的阵列基板及其制造方法技术领域本发明涉及液晶显示器，
更具体地，涉及用于液晶显示器的阵列基板及其制造方法。 本发明的特
征是栅极布线和其由所述第一阵列基板的栅电极层的铜合金（铜合金）
由层和钼（Mo）层的双层，在栅极配线的上部和栅电极配置那数据布线
和源电极和漏电极由以钼层和铜合金层的顺序层叠的双层构成。当对这
种层压结构施加200℃或更高的热量时，与铜（Cu）合金化的金属从铜
合金层扩散到铜合金层的周边。 在铜合金层周围扩散由于与绝缘膜的良
好接触性，扩散层用于改善铜合金层的粘附特性。 此外，铜合金层和钼
层堆叠是防止反应，以防止与该层中的半导体层与所述铜合金，铜成分
和硅成分的直接接触的功能。 因此，可以制造具有改进的操作特性的大
尺寸液晶面板有优点。
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